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NチャネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ�
超高速スイッチング用�

特長� ・低オン抵抗。�
・低Qg化。�
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電気的特性 Electrical Characteristics／Ta=25℃�
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暫定規格�

(TC＝25℃)

スイッチングタイム測定回路図�
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ID＝1mA      ,  VGS＝0�
VDS＝320V  ,  VGS＝0�
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（注）ゲート・ソース間には保護ダイオードは入っていないので取り扱いには充分注意すること。�
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TO-220(unit:mm)

1：Base�
2：Collector�
3：Emitter
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